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精密・電子カンパニーの概要

お客様の品質と効率向上に貢献し、半導体の進化と脱炭素社会を支えます。

当カンパニーの基本方針

40%
売上収益

2,783億円

(2024年)

ドライ
真空ポンプ

排ガス処理
装置

めっき装置

CMP※装置

ベベル研磨装置

※CMP: Chemical Mechanical Polisher
56%

EUV露光装置
向け排気
システム

オゾン水
製造装置

4%

CMP事業 コンポーネント事業

その他装置事業
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半導体工場で幅広く使用される荏原製品

半導体製造および進化に貢献する製品を広く提供する世界唯一のメーカー

CMP
型式: F-REX型

屋 上
Roof floor

2nd floor

1st floor

ク リ ー ン ル ー ム

サ ブ フ ァ ブ

機 械 室
Basement floor

建築・産業

精密・電子

精密・電子

建築・産業

めっき装置
型式：ZP型

ベベル研磨装置
型式：EAC型

半導体を作る装置

建築・産業

半導体製造装置を補助する機器

真空ポンプ
型式：EV-X型 他

排ガス処理装置
型式：LPCMN型 他

オゾン水製造装置
型式：OZW型

EUV露光装置向け
排気システム
型式：EV-E-PV型

温度管理により半導体の品質を支える機器

温度管理により半導体の品質を支える機器半導体工場
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精密・電子カンパニーの業績推移（連結）

計画

コンポーネント事業

・世界シェア第２位のドライ真空ポンプを主力に
排ガス処理装置、オゾン水製造装置、EUV露光装置向け
排気システム等も手掛け事業拡大

・世界トップレベルの省エネルギー性能をほこるドライ真
空ポンプを中心に、製品競争力を着々と上げ事業成長

・半導体製造工程の進化と脱炭素の両立という半導体産業
の大きなチャレンジに向け、独自のソリューションを開
発・提供していくことで更なる事業成長を目指す

C M P事業

・世界シェア第２位のCMP装置を展開
・生成AI等による半導体市場の拡大、高集積化の進行、
中国市場の急伸を背景に事業成長

その他装置事業

・めっき装置、ベベル研磨装置等を展開。
半導体製造工程の複雑化や高集積化を背景に対象市場が
拡大する見通し。ユニークソリューションでの事業成長
を目指す

売上収益推移（単位：億円）
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：営業利益率

売上成長 約2.3 倍
CAGR 17.9 ％



精密・電子カンパニー グローバルネットワーク
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Ebara Precision 
Machinery Europe

GmbH

西安荏原精密机械有限公司合肥荏原精密机械有限公司 上海荏原精密机械有限公司

Ebara Technologies, Inc.

Ebara Precision Machinery 
Malaysia SDN. BHD

Ebara Engineering 
Singapore Pte. Ltd 台灣荏原精密股份有限公司 韓国荏原精密機械

藤沢事業所

荏原フィールドテック
東北工場

荏原フィールドテック
鈴鹿工場

熊本工場



E-Plan2025 事業戦略の概要と進捗

•製品・サービスを提供するのみでなく、顧客のプロセスやユーティリティにおける
課題解決を通じてユニークな価値を提供する

•地域戦略からグローバルアカウント戦略に転換し、顧客のグローバル展開に合わせた
戦略立案とグローバル全体最適化によりシェア拡大を図る売上CAGR

営業利益率 17％ 以上

15％ 以上

FY25見込
17.0%

FY22-25見込
12.9%

製品・ソリューション
開発力の強化

生産能力の増強

事業規模拡大に
対応したグローバルでの

事業インフラ再構築 

・熊本工場新生産棟（K3棟）が2025年5月稼働開始

・台湾第二工場の建設を開始

・ドライ真空ポンプの新たなオーバーホール工場
「荏原フィールドテック東北工場」の稼働

・アカウント戦略の企画立案・実行機能の強化

・グローバルでのサプライチェーン強靭化

・国内外拠点へのERP導入推進

新たな製品

新たな設備

熊本工場
新生産棟（K3棟）

藤沢事業所
新半導体製造装置開発棟

新型排ガス処理装置
LPCMN型

電解めっき装置
ZP型
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事業目標 基本方針

基本戦略

1

2

3

・新型排ガス処理装置の販売を開始
・Advanced Packagingアプリケーション対応電解めっき装置の
販売を開始

・新半導体製造装置開発棟（V8棟）を建設（2025年6月竣工）



E-Plan2025 事業戦略の概要と進捗

GHGを使用している半導体製造プロセ
スにおいて排ガス処理装置により削減
できるGHG排出量（2022年12月比）

ドライ真空ポンプ製造におけるGHG
排出量（2022年12月排出量比）

CMP装置における純水使用量
（2022年12月使用量比）

14Å世代の半導体製造技術に
対応した要素技術の開発進捗率

KPI
2025年12月

目標 施策、今後の取り組み
関連する

マテリアリティ
2025年の成果目標

（アウトカム）

2022年度比 
20％増加

2022年度比 
10％削減

2022年度比 
30％削減

100％

化石燃料を使用しない排ガス処理装置の
開発

軽量化による環境負荷低減

省純水洗浄方法の継続開発

14Å世代の半導体製造技術に対応する
CMP要素技術開発の推進

GHG排出量の
削減

水の使用量・
排出量削減

半導体の微細化に
対応した要素技術の

開発
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非財務目標と実績
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2025 2026 2027 2028 2029 2030

F-REX300XA型※2 F-REX300X型※2

※2●●型は当社の機種記号です

・半導体の高集積化に伴い、CMPの需要は大きく拡大

・市場規模は2030年に向けCAGR9％以上で推移する見込み

・当社はグローバルシェア第２位
累計出荷台数4,000台以上

・30年以上にわたる経験からの豊富なノウハウと特許群により差
別化された技術を保有

・メタル層のCMP技術に強みを持つ

※3市場規模は当社調査
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CMP事業の概要

CMP（Chemical Mechanical Polishing）とは

・ウェーハ（半導体基板）を化学的機械的に研磨し、半
導体の製造過程で求められる、ナノメートル 単位の平坦
性を実現するプロセス

・微細なパーティクルが性能に影響を与える半導体製造工
程において、異物である砥液をデバイス表面にこすりつけて
研磨するCMPは異質な存在といえる

・業界初、研磨と洗浄を同一装置上で可能とし、その後、
半導体工程で欠かせない存在へ

・CMPの半導体製造工程への適用は、半導体の父である
ムーア博士が最も驚いたと評価された

2024年

56%

CMP事業の製品ラインナップ

※1

※11ナノは100万分の1ミリ

CMP市場規模イメージ※3売上収益比率

CAGR 9 ％以上



2025 2026 2027 2028 2029 2030

※2 市場規模は当社調査
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その他装置事業の概要

めっき装置とは

・半導体に欠かせない金属膜を電解めっきプロセスにより
成膜する装置。当社製品は先端パッケージ領域の配線
向けを対象とする

・昨今生成AIなどの新たなアプリケーション向けに複数の
チップを集積化するトレンドであり、それらの配線接続に電
解めっきプロセスが活用される

ベベル研磨装置とは

・ウェーハ（半導体基板）のエッジ部等を研磨をし、不要膜
や傷を除去したり、次の工程に合わせた形状にする装置。
エッジ部を整えることにより、下流プロセスでの問題を防止
する。様々な適用可能性があるが、昨今貼り合わせ工
程ではその重要性が高まっている

その他装置の製品ラインナップ

2024年

4%

・今後の生成AIを始めとするHPCの需要を背景に、高集積化を
実現する先端パッケージング技術やウェーハ貼り合わせを含む中
工程の台頭が見込まれる中、めっき装置やベベル研磨装置の需
要の拡大が見込まれる

・めっき装置の市場規模は2030年に向けCAGR10％以上
で推移する見込み

めっき装置市場規模イメージ※2売上収益比率

CAGR 10 ％以上

UFP600AS型※1 EAC300bi-hv型※1ZP300A型※1

※1 ●●型は当社の機種記号です

めっき装置 めっき装置 べベル研磨装置



2025 2026 2027 2028 2029 2030

・半導体工場内のClean room階下の「Sub-fab」エ
リアにドライ真空ポンプをはじめとした高機能製品群を
提供

・ドライ真空ポンプはグローバルシェア第２位
累計出荷台数25万ユニット以上

・機器単体の省エネから、排気系システムのインテグレー
ションによる圧倒的な環境価値を提供へ

2024年
40%
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ドライ真空ポンプ 排ガス処理装置 オゾン水製造装置 産業チラー
EUV露光装置向け

排気システム

※建築・産業カンパニー製品EV-X型 他 LPCMN型 他 OZW型 他 EV-E-PV型

ドライ真空ポンプ市場規模イメージ※

コンポーネント事業の概要

コンポーネント事業の製品ラインナップ

封止に油や液体を使用しない
非接触型の真空ポンプ。水や
油の逆流や拡散がなく、クリーン
な真空を実現。世界トップレベ
ルの省エネルギー性能、省フット
プリント性能を誇る。

製造工程で使用されるガスを無
害化し、排出するための装置。
昨年、従来比約半分の装置高
さを実現する新製品をリリース。
過密化するサブファブの革新的
なソリューションを目指す。

ウェーハ洗浄やエッチングに使用
されるオゾン水を製造する装置。
近年、廃薬液の処理負荷軽減
を視野に、オゾン水活用の拡大
がみこまれる。

EUV露光装置に付帯する真空
排気システム。
EUV露光プロセスに必要な大
流量水素を排気する機能を有
しながら、省エネと省フットプリン
トを実現する。

半導体製造装置のプロセス温
度をコントロールする装置。市場
トップレベルの省エネ性能を実
現。環境に配慮した冷媒を使
用し、カーボンニュートラルに向け
たソリューションを目指す。

売上収益比率

CAGR 10 ％以上

※ 市場規模は当社調査



精密・電子カンパニーの概要

各事業の概要

半導体製造技術のロードマップと当社の戦略

01

02

03



～E-Vision2030

2023 2025 2030

技術
ロードマップ

精密・電子セグメント
の売上成長

Logic

Memory

NAND

E-Plan2025(FY23～FY25)

FY22 FY25(計画) 

3,200億円

2D 3D

2nm 14Å 10Å

◼ 半導体の微細化や積層化、さらに環境性能のニーズにより、当社製品の使用機会が増加することで、市場成長を上回る売上成長を目指す

DRAM

3nm

HBM3/3E HBM5HBM4

当社の市場見立て

HBM4E

CAGR12.9%

技術トレンドと機会

➢ 2nm半導体の開発、量産

➢ 生成AI向け半導体需要の拡大

GPU、HBM、Advanced Packaging

➢ 14Å半導体の開発、量産

➢ Logic半導体 BS-PDNの開発、適用

➢ Memory半導体

ハイブリッドボンディング適用

➢ トランジスタ進化（FinFETからGAA）

➢ 10Å半導体の開発、量産

➢ DRAMの3D化

➢ NANDのさらなる積層化

➢ EUV露光技術の進展

ベベル研磨装置 めっき装置

CMP コンポーネント CMP コンポーネント CMP コンポーネント

コンポーネント

CMP コンポーネント

設備投資

2,222億円

2030年以降の需要も見据えた投資の実行

先端半導体及びパッケージング向けを中心にシェア拡大を目指す

FY23:122億円、FY24:199億円、FY25:500億円
熊本新生産棟：2024/12竣工、2025/5稼働開始
藤沢新開発棟：2025/6竣工、2025/9稼働開始

※出典：当社調べ（2025年8月時点）

3xxL 1xxxL4xxL 5xxL 7xxLc

半導体市場 CAGR7%程度(2025～2030、市場規模は1兆ドルへ)半導体市場 CAGR7%程度(2022～2025)

WFE CAGR3%程度(2022～2025)
中国市場・生成AI需要の拡大

半導体市場の技術ロードマップと精密・電子セグメントの成長機会
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Source: 
OurWorldinData.org, Greenpeace energy consumption report, Tokyo Electron, etc.

省エネ ・ 省フットプリント ・ インテグレーション で圧倒的な環境価値の提供へ

事業環境 荏原の強み

• 半導体デバイスのさらなる微細化

• 微細化・高集積化による

プロセスステップ増・マルチチャンバー化

電力消費
CRスペースが増加トレンド

半導体Fabの消費電力 半導体製造装置のチャンバー数 ドライ真空ポンプの
フットプリント削減

ドライ真空ポンプの
消費電力低減

環境を生かした強みの進化

コンポーネント事業の強みを活かした成長戦略

• 形状および制御の最適化による
省エネ・省スペース製品の開発

回転機械メーカーとしての
総合力

• 増加する省エネ・省スペース要望
への対応

• 機器単体の省エネから、排気系
システムのインテグレーションを提案
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排気系統合ソリューション

ドライ真空ポンプ

排ガス処理装置

一体化

省エネ・小型化の深化

×



② 中工程

半導体製造プロセスにウェーハ貼り合わせなどの中工程や複数チップを統合する先端パッケージングが
増えることにより、CMP、めっきおよびベベル研磨装置の更なる需要を取り込む

Copyright(c) Ebara Corporation, All rights reserved16

① 前工程 ② 中工程 ③ 後工程

CMP Bevel Polisher PlatingEquipment Line-up:

3D Memory
Memory Device
+ Hybrid Cu Bonding

CMP

Bonding Process
WoW, CoW, HCB, 
BS-PDN, 3D memory

CMP Bevel Plating

Advanced Logic
Logic Device 
+ GAA, BS-PDN

CMP Bevel

Advanced Packaging
Interposer

CMP Plating

装置事業の主要工程に対する成長戦略

4F2
DRAM

3D
DRAM

Main Device・Major Process

② 中工程① 前工程 ② 中工程① 前工程

③ 後工程

・Hybrid Cu Bonding(HCB) : デバイスウェーハ同士を接続する3次元積層に必要な技術

・Backside Power Delivery Network(BS-PDN) : トランジスタに電力を供給する配線が裏面にある構造

・GAA : Gate All Around
・WoW : Wafer on Wafer
・CoW : Chip on Wafer



飛躍的な性能向上要求に対し
て微細化に加えて3D化や2枚
以上のウェーハを貼り合わせ
る新技術が必要

Hybrid Cu Bondingの採用

メタル層のCMP工程増加

Thick Ox CMPへの対応

装置事業の主要工程に対する成長戦略
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3D Memory

Memory Device + Hybrid Cu Bonding

・Cu CMP
通電に必要なCu配線(メタルライン・電極形成)を作る工程
数が増加

・Thick Ox CMP
 厚い絶縁膜を研磨する工程が必要3D DRAM

② 中工程① 前工程

CMP

課 題 機 会

・ Hybrid Cu Bonding(HCB) : デバイスウェーハ同士を接続する3次元積層に必要な技術

メモリの3次元積層化

3D NAND Memory



装置事業の主要工程に対する成長戦略
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Advanced Logic
Logic Device + Gate All Around, BS-PDN

② 中工程① 前工程

課 題 機 会

・ BS-PDN(Backside Power Delivery Network) : トランジスタに電力を供給する配線が裏面にある構造

・ HBV(Hybrid Bonding Via (Ox)) : 接合したデバイスウェーハ同士間に電流を流すために必要な小さい穴

・ TSV(Through Silicon Via) : シリコン貫通電極

ロジックの高性能化

・ CMP工程数増加
 Cu / Si(SiO2等の絶縁膜層やその他のSi層) / Thick Ox

   新メタル材料 / HBV / TSV

CMP

Bevel

・ Edge Trimming
次の工程に合わせた形状に研磨する工程

・ Edge de-metal contamination
 不要な金属膜や傷を除去する工程

さらなる微細化・高集積化には
新メタル材料の適用やウェーハ
裏面を活用した電力供給が必要

Back side 
power line

Front side 
logic pattern

Fusion 
Bonding

※
※コバルト,ルテニウム,モリブデン

新メタル材料のCMP工程が増加

BS-PDNの構築およびウェーハ貼り
合わせのためのCMP工程が増加



装置事業の主要工程に対する成長戦略
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CMP

課 題 機 会

積層化による高性能化

Bonding Process

Wafer on Wafer, Chip on Wafer, Hybrid Cu Bonding 
BS-PDN, 3D memory

② 中工程

・ CMP工程数増加
 Cu / Si / Thick Ox

   新メタル材料 / HBV / TSV

Plating

・シリコン貫通電極への銅めっき（TSV Cu）

・接合用Micro Bumpの形成

Bevel

・ Edge Trimming

・ Edge de-metal contamination

ウェーハのベベル(エッジ)上の
不要膜による歩留まり低下

ベベル研磨装置による不要膜除去

CMPとベベル研磨装置による
プロセストータルソリューション提供

Hybrid 
bonding

※

※コバルト,ルテニウム,モリブデン

DRAM HBM
Bevel

・ BS-PDN(Backside Power Delivery Network) : トランジスタに電力を供給する配線が裏面にある構造

・ HBV(Hybrid Bonding Via (Ox)) : 接合したデバイスウェーハ同士間に電流を流すために必要な小さい穴

・ TSV(Through Silicon Via) : シリコン貫通電極



装置事業の主要工程に対する成長戦略
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CMP

課 題 機 会

チップレット化による高性能化

・ CMP工程増加

 メタル層（Cu） 
シリコン貫通電極（TSV）

Plating

・再配線層（RDL）

・シリコン貫通電極への銅めっき（TSV Cu）

・接合時の電極用Micro Bumpの形成（Cu）

Advanced Packaging

Interposer

③ 後工程

異種チップ同士を接続する
チップレット化の必要性が
増加

チップレットをより効率的にするため
のインターポーザ適用により周辺の
配線工程が増加し、CMP、めっき
装置の使用工程数が増加



・BS-PDN: Backside Power Delivery Network
・HBM : High Bandwidth Memory
・HCB : Hybrid Cu Bonding

Market Status Ebara Status & Strategy

サマリ：装置事業の主要工程に対する成長戦略
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CMP

めっき装置

べベル
研磨装置

生成AI向け製品で、さらなる高集積化・効率改善の動きが進んでおり、微細化に加えてBS-PDN、HBM、HCBなど
3次元積層による貼り合わせ技術の開発が絶えず進化している

従前のインテグレーションに比べてCMP
を活用する機会が増加しているため、
従前より大きな成長が見込まれる

市場の成長を牽引する微細化と貼り合わせの両面におい
てメタル層が最も主要な機会なっており、当社の強みであ
るメタル層のCMP工程をメインとして、レイヤーを獲得し
シェアを拡大する

生成AI・データセンター市場の拡大に
伴ってAdvanced Packagingの
要求が増加し、インターポーザ周辺
のめっき工程が増加

AI製品の要求によるパッケージ大型化とAdvanced 
Packaging市場の拡大傾向を受け、めっき装置への期
待が高まっており、プロセス性能や生産性、メンテナンス性
に優れた新型電解めっき装置をリリース、シェア拡大を
目指す

貼り合わせ技術の進化を支える
プロセスソリューションが求められる

拡大が進む貼り合わせ技術のエッジ部の形成やDefect
原因部の事前除去の市場要求に合わせたプロセスソリュー
ションを提供し、シェア拡大を目指す



CMP

■ 1 前工程における微細化・積層化
■ 2 前工程から後工程領域への進出

コンポーネント
ドライ真空ポンプ
排ガス処理装置

めっき装置
ベベル研磨装置

■ 中工程
■ Advanced Packaging

■ 真空環境を利用する製造工程
 －露光(EUV)、エッチング、ALDなど

ロジック

◼ メタル配線層の増加
◼ 裏面配線（BS-PDN）

◼ 積層化
◼ ハイブリッドボンディング

前工程

Advanced 
Packaging

後工程

競合

WFE半導体

FY22 FY25 ・・・ FY30

◆中国市場の成長
◆生成AI関連需要

半導体市場
1兆ドル

FY22-30
CAGR 7％

◆次世代デジタル社会にお
ける半導体需要増加
◆環境性能
（脱炭素・省エネ）

荏原

◼ 高効率・省エネ・省フットプリント
◼ 一体的な排ガス処理ニーズ

回転機械メーカーとしての
総合力の強み

メタル工程における強み

CMP・当社製品群 使用領域

BEOLFEOL

荏原

22 Copyright(c) Ebara Corporation, All rights reserved

中工程

精密・電子事業 3つの事業成長ドライバー

荏原

メモリ（DRAM・NAND）

CMP・当社製品群 使用領域

半導体市場の成長に伴う
WFE市場の拡大

CMP・当社製品群
の用途（使用領域）拡大 

当社が得意とする技術分野
（メタル工程、環境性能等）

の重要化による当社シェア拡大

1 2 3



Copyright(c) Ebara Corporation, All rights reserved23

免責事項

本資料に記載されている業績予想・計画ならびに将来予測は、本資料の発表日現在に

おいて入手可能な情報および、将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料

発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって

大きく異なる結果となる可能性があります。
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